
IN ST Y T U T  TECHNOLOGII E LEK T R O N O W E

S - B I TO WY NA DAJNIK /O D.BIO RNIK 
SZYNY DANYCH UCY 7ASA86/487

o n o lit y c z n y  cy fro w y  u k ład  s c a lo n y  TTL-S UCY 7AS486/A87 p e łn i
fu n k c ję  u n iw e rsa ln eg o  8-bitowego n a d a jn ik a / o d b io rn ik a  szyny 
danych d la  8 - i 1 6 - 'b itow ych systemów m ikroprocesorowych,,
U k ład  s k ła d a  s ię  z 8 p a r buforów  - a r iv e ró w  z w y jś c ia m i t r ó j -  
stanowym i / r y s .2/. Każda p a ra  tw orzy dwukierunkową l i n i ę  t r a n s 
m is y jn ą . K ie ru n e k  t r a n s m is j i  danych o k re ś lo n y  j e s t  p rzez s tan  
na w y jś c iu  k o n tro ln ym  I  w sposób n a s tę p u ją c y :

W e jś c ia / w y jś c ia  AO - A7 po łączone  są z lo k a ln ą  szyną danych 
/od s t ro n y  p ro c e s o ra /  n a to m ia s t  w e jś c ie / w y jś c ie  BO ~  B7 - cha
r a k te r y z u ją c e  s ię  w yższą o b c ią ż a ln o ś c ią  — z szyną systemową®
W w e r s j i  UCY 7 4S 486  u k ład  p r z e s y ła  in fo rm a c je  w p ro s t, n a to 
m ia s t  w w e r s j i  UCY 74S487 w sposób zanegowany. W e jś c ie  k o n t r o l 
ne OE /aktyw ny s ta n  n i s k i /  s łu ż y  do a k t y w iz a c j i  odpow iednich 
buforów  w y jś c io w y c h  w z a le ż n o ś c i od k ie ru n k u  t ra n s m is j i, ,  S tan  
w y so k i na w e jś c iu  Oli wprowadza w e jś c ia / w y jś c ia  AO—A7 i  BO—B7 
w s ta n  w y s o k ie j im p e d a n c ji n ie z a le ż n ie  od s tan u  na w e jś c iu  
W u k ła d z ie  UCY 7AS486/4S7 zastosowano o ry g in a ln e  ro zw iązan ie  
k o n ś tru k c y jn e  d r i v e r ów w y jś c io w y c h  od s tro n y  szyny systemowej 
/i:0 - B7/ e l im in u ją c e  z a k łó c e n ia  im pulsowe / g l i t c h in g / ,  p o ja 
w ia ją c e  s ię  w 11-akcie p rzech o d zen ia  ze s tan u  w y so k ie j impedan—

T = 1 AO -  A 7 
T = 0 BO -  B7

BO ~ B 7 ,
*— AO . — A 7 •

W S T Ę P N A  K AR TA KATALOGOWA
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c j i  do o tanu  .n lr .k ieg o  i  na odw rót / w e jś c ia  EO - B'/ od zn acza ją  
s ie  ponadto 'zwiększonym m arginesem  zak łó ceń  d la  s tan u  n i s k ie 
go/, Zw iększa  to  n iezaw odność f in a ln y c h  systemów c y iro w y c h . 
Rozk ład  wyprowadzeń o raz  schem at lo g ic z n y  u k ład u  ja k  na r y s . l  
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-• w e jś c ie / w y jś c ie  lo k a ln e j  szyny danych ,
~ w e jś c ic / w y jś c ie  system owej szyny danych ,
- w e jś c ie  k o n tro ln e  k ie ru n k u  t r a n s m is j i ,
- w e jś c ie  k o n tro ln e  a k t y w iz a c j i  buforów  w y jś ć ,
- z a s i l a n ie  +5 V,
- O V.

R y s 1, R ozk ład  i  nazwy wyprowadzeń
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R y s .2. Schem at lo g ic z n y

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
K a p ie c ie  z a s i l a n ia
K a p ię c ie  w e jś c io w e
Tem peratu ra  o to c z e n ia  
w c z a s ie  p ra cy
Tem peratu ra  przechowy
w an ia
R e z y s ta n c ja  te rm icz n a  
z łą c z e - o to c z e n ie
Tem peratu ra z łą c z a

u cc
UI

V -0 ,5  ?  +7
V -1 r  +5,5

^amb °C 0 - 7 0

^ s tg °C  ' -55 -r +125

Rth j- a  
T .

K/W
°C

100
150
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HySc-3. Rysunek obudowy

W ym iary obudowy



K!,EKTRYC2NE PARAMETRY ClW RAKTERYSTYCZHE /\}QC « 5 V i  10tf,

•tańb “  0 *  70° c/

W a rto ść W arunk i
Naswa param etru Symbol. J  edn„ m in0 maz. pom iaru

1 2 3 4 5 6

P rą d  w e jś c io w y  
w s t a n ie  n is k im ~X I1 M - 200

uc c  = 5 >25  7
U j = 0 , 4 5  V 
w ssys tk  i  e 
w e jś c ia

. P r  ą d w e j  ś c i  owy 
w s t a n ie  wysokim I IH - 50

ÜCC = 4*75V  
U-j- = 5,25 V
w s z y s tk ie
w e jś c ia

U j  emn e na.p ię  c i  e 
w e jśc iow e . “ U I L V « 1

Upp = 5 T  
I ° k  - 5  mA. 
w s z y s tk ie  w e j
ś c ia

l ia p ię c ie  w e jś c io w e
w s t a n ie  n isk im
w ejśc ia-  PO ~ B 7 } , -

Ï Ï I L V

« 0 ,9
UCC - 5 V

f

! p o z o s ta łe  w e jś c ia • - 0 , 8

N ap ię  c ie  v/e j  ś c iow e  
w s t a n ie  wysokim U IH V Z - UCC = 5 Y • 

w s z y s tk ie  w e j
ś c ia

l i a p ię c i e V iy jśc io w e  
w. s t a n ie  n i r k i n U0 1

— 0,5

0,5

Ucc  = 4,75 V
I  = 32 mA/wyJ- 
ś 8 i a  BO - B7
I  = 10mA/wyj*' 
s c i a  AO -  A7

’"■spięcie w y jś c io w e  
w r. t  an i  e wy s oí, .i. ra U0H 1

V ¡2 ,4

2 ,4

I -

UCC = 4 '-75  V  
I  = -5 mA/wyj- 
ś c i a  BO » B7
I  = -1 mA/wyj- 
ś c i a  AO - A7
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PA RAMETRY C H A R A K T E R Y S T Y C Z N E . c * d .

1 2 4 5 " “  6 ................

P t  rui v,!y "’'ści ov.ry 
y /s  to czn y  w st?.n1 g 
v y  sok i  e j  i  mpedan c j  i T0P <uA 50

200

uCG = .5 V
w s z y s tk ie  w y jś c ia .  
U0 = 5 S25 V
UQ = 0,45 V

P rad  z a s i la n ia "
UCY 74S486 
UCY 7 4 S 487 •t cg

mA
mA

- 160
130 UCC = 5 >25 V

Czas opóźn ien ia  syg 
n a ł  <5w v/y 3 śc i  cwy oh 
vrz g l  ęd em we j  śc i  0wy c.ł 
UCY .7^3486 
UCY"7Ag4s7 fTvOV

ns
ns

35
25 r y s e4

Czas trz ym an ia  
syg n a łu  k ie ru n k u  . 
t ra n s rc is  j  i t EHTV ^EHOZ -

Czas przetrzym yw anis 
syg n a łu  k ie runku  
t r a n s m is j i "bTYEL ns 30 -

Czas Y/chodzenia 
\vyjść:':v/ star. wyso
k i e j  im pedancji

^EHOZ ns 25 r y s „ 5 ? 6

Czas wychodzenia 
ze s tanu  wy soki e j  
irr.pedancji ^ E L O Y

ns - 50 r y s .5 ,6 •1

x )
•Warunici pom iaru  p rądu z a s i l a n ia  icę*:
UCY 7 4 S 4 8 6  T  = T.ff O S - W  0 , A O  -  A 7  = 0-,
UCY 7 4 S 4 8 7  T  = 1, O E . = 0 9 A O  -  A7 = 1,
0 ~ s ta n  ze ra  lo g ic z n e g o , ,
1 - s ta n  jed ynk i, lo g ic z n e j

. | •
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a) * 5 V

12311

b] + 5V

1
250X1

wy o — r WYO y~

300pF
92X1 .30 pF 210X1

Kvs»4*- O b c ią ż e n ie  w y jś ć  p rzy  pom iarze czasu  '̂ t y o v : v/Y33C -̂a
B3 vB7 » b) w y jś c ia  AO-A7

a)

WY o—

+ :,dV

33  X).

b)

WY O

+1,5 V

I ] 66iL

~ “ 3 0 0 pF i  100 pF

R y s . 5 . O b c ią ż e n ie  w y jś ć  p rzy  pom iarze czasów W i0z j ^ĘK>V ¿ l a  
s*;anu n i s k i  ega na w e jś c iu :  a )  w y jś c ia  E0-B7 , b) w y jś c ia  A0-A7

g )

WY o

1,5V

130X1

I
: 300 pF

b]

WY .o

1.5 V

900X1

i 100 pF

Ryt- 6, O b c ią ż e n ie  w y jś ć  p rzy  pord.arze czasów t™.I0 Z , ^ E IO Y . fj- 
s ia n u  wysokiego- na  w y jś c iu :  a ) w y jś c ia  BO»B7, t>) w y jś c ia  A

d la
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